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OBTENCAO E CARACTERIZACAO DE FILMES FINOS DE NITRETO DE SILICIO POR
DEPOSICAO LPCVD

Frederico Hummel Cioldin (Bolsista CAPES - FIPSE) e Prof. Dr. loshiaki Doi (Orientador),
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computacédo - FEEC, UNICAMP

Através da deposicdo quimica a partir da fase vapor auxiliada em baixa pressdo(LPCVD),
pretende-se obter filmes finos de nitreto (Si3N4) de silicio sobre substratos de Si. O interesse
nestes filmes isolantes finos e nesta tecnologia cresce a medida que aumentam os niveis de
integracdo e de complexidade dos atuais dispositivos e circuitos eletrdnicos com dimensdes
submicrométricas e nanométricas. Neste projeto, serdo estudados filmes finos de nitreto
(SisN4) de silicio de diferentes caracteristicas preparados variando-se as condi¢bes de
deposicdo, usando diferentes técnicas de caracterizacdes. E a partir de suas analises
avaliadas as propriedades fisicas e elétricas destes nitretos, além da uniformidade das
deposicdes e de itens como a repetibilidade e a confiabilidade do processo de deposi¢cédo

destes filmes no nosso sistema de LPCVD.
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